Методика эксперимента

Для Холловского измерения были использованы пластины монокристаллического германия квадратной формы, площадью 1 см2 и n-типа проводимости. Проводимость германия определялась на электронной установке собранного на основе операционного усилителя, для определения типа проводимости достаточно включить режим компаратора и индикации светодиодами разного цвета, где красный свет указывает на р-тип, а зеленый свет – n-типа проводимости полупроводника. Схема установки показаны на рисунке 1. ( или электронная схема).
Рис.

 Рабочая поверхность образцов германия подвергалась различной обработке, в частности была ошлифована на микропорошке М7, химически полирована в электролите, содержащего HF:HNO3:CH3COOH, а также были сформированы наноструктурированные поверхности, полученного с помощью метало-стимулированного травления.  Среди них с лучшим омическим контактом для измерения методом Ван-дер Пау оказался химически полированный образец, так как в нем образованы точечные омические контакты, которые были осаждены на поверхности германия сплавом In-Ga.

Готовые образцы германия с четырьмя контактами были скреплены к системе платы и помещены между двумя магнитами установленного в корпусе Холловского измерения. Установка Холовского измерения показана на рисунке 2. (или электронная схема включение)
рис

Здесь описываешь холловские измерение по лабораторному описанию!

2.3 главе по фоторезистору

Как упоминались выше, поверхностные обработки n-Ge методом химического травления привело к созданию фоточувствительного датчика с изменяющего электропроводности германия при темноте и при освещения поверхности монохроматическим светом. Благодаря формированию на поверхности n-Ge нанокристаллического германия с пористым слоем удалось регулировать проводимость нано- Ge с помощью воздействия света.
В следующем разделе будут рассмотрены применение проводимости Холловского эффекта для приборного применения в частности в разработке нанокристаллического оптического фоторезистора на основе нано-Ge как сенсорного устройства. 
В качестве исходной кристаллической подложки был использован монокристалл германия n-типа проводимости, толщиной 1130 нм, предварительно поверхности образцов Ge были очищены в изопропиловом спирте и в ацетоне, затем образцы протравлены в смеси кислот HF:HNO3:CH3COOH в соотношении 1:3:1 с последующей промывкой в деионизованной воде. После просушки, пластина была разделена на произвольные кусочки размером 1,0 см2, часть полоски подвергались травлению в растворе HF:H2O2 в различных соотношениях электролита 1:5 и 1:10 для формирования на поверхности германия наноструктуры, методом химического травления в течении 1-2 часов. Часть образцов приготовлены для измерения наноструктуры в электронном микроскопе и EDX, а также для измерения оптоэлектронных свойств фоторезистора. 

В образцах монокристаллического германия протравленного в электролите в соотношении 1:10, его поверхность была активно оксидирована в виде цветных оксидных пленок типа GeO2, тогда как в образцах протравленного в 1:5 был сформирован нанокристаллически
й германий c нанопористой структурой. Готовые образцы пленки немедленно были отправлены для нанесения точечного омического контакта из сплава In-Ga и для измерения вольтамперной характеристики. Конструкция фоторезистора показана на рисунке 1.
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Рисунок 1. Конструкция фоторезистора

На установке Л2-56 (характериографе) были измерены вольтамперные характеристики германиевых наноструктур для освещения поверхности с помощью светодиодной лампы, мощностью 95-100 мВт/см2 при этом интенсивность света регулируется с помощью блока питания от минимального светового потока Ф0 до максимального значения Ф5. Измерены люкс-амперные характеристики фоторезистора, одновременно, интенсивность освещения от 100 лк до 400 лк измерялись на приборе люксметр - «Тесто540», затем по одинаковому интервалу значения интенсивности освещенности были измерены фотопроводимости образцов.

 На сканирующем электронном микроскопе были измерены морфология микроструктуры германия на установке Quanta 200і 3D, а также энергодисперсионные рентгеновские спектроскопии полученных образцов германиевых наноструктур.

Измерения спектральной характеристики проводились на монохроматоре МДР-23 в диапозоне длин волн от 0,6 мкм до 2,0 мкм и был оценен квантовый выход полученного образца и порог фотопроводимиости в окрестности длин волн 1,0 мкм.

